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１．概要（Summary） 

金属・絶縁体・金属を積層した薄膜の抵抗値が超低抵

抗になるという報告がある[1]。今回、超低抵抗値を示す

薄膜導電材料の開発を目指し、NPF施設のスパッタ装置

を利用して、Al・SiO2・Al、Au・SiO2・Au、のサンドイッチ

構造をした薄膜を作製し電気抵抗率を計測した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  スパッタ装置 

 

【実験方法】 

スライドガラス上に Al・SiO2・・Al、Au・SiO2・・Au を積

層成膜した。スパッタは Ar 雰囲気、圧力 0.5 Pa、RF 

パワーAl:200 W、Au:30 W、SiO2:200 W、室温（約

25 ℃）の条件で行った。作製したサンプルは以下の通

り：  

（i） Al（100 Å）、SiO2（100 Å）、Al（100 Å） 

（ii） Al（200 Å）、SiO2（100 Å）、Al（200 Å） 

（iii） Au（200 Å）、SiO2（30 Å）、Au（200 Å） 

（iv） Au（200 Å）、SiO2（50 Å）、Au（200 Å） 

（v） Au（300 Å）、SiO2（50 Å）、Au（300 Å） 

各サンプルは Fig. 1に示す(a)(b)(c)の 3通りの層を持

つ構成とした。 

 

Fig. 1 Pattern of film.  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

積層後、自社にて Al 層、Au 層の電気抵抗率を計測

した。 Table. 1に計測結果を示す。 

 

Table. 1 Measurement result of film electrical 

resistivity. 

 

 

（i）（ii）は計測電気抵抗率が大きく Al 表面が酸化し絶

縁物化したと考えられる。(iii)(iv)（v）はサンドイッチ構造

(c)が単層(a)の約 1/2の電気抵抗率となっているが、金属

層間でトンネル電流が流れたためと考えられる。今回の

実験では金属薄膜のサンドイッチ構造による超低抵抗は

計測できなかった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

参考文献：[1] T. Hino T.IEE Japan, Vol. 110-A, 

No.9, ’90. 
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